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1) Quando um diodo conduz na regido reversa, a corrente € basicamente

devida a portadores (a) minoritdrios ou (b) majoritdrios?

2) A corrente reversa é devida majoritariamente a (a) deriva ou (b) difusdo?

3) Quando um diodo conduz na regidio reversa, a corrente é basicamente

devida a portadores (a) minoritdrios ou (b) majoritdrios?

4) A corrente reversa é devida majoritariamente d (a) deriva ou (b) difusdo?

Tabela 3.1 RESUMO DASEQUACOESIMPORTANTES PARAOPERACAODAJUNGAO pn.

Grandeza

Relagéo

alores de Constantes e Parametros

(para Si intrinseco a T = 300 K)

Concentragdo de portadores

2 3 ~Eglk
nj = BT'¢e !

B=54x1031/(K3cm®)

no silicio intrinseco (/em?) Eg=1,12eV
k=8,62x10eV/K
n;= 1,5 x 101%cm3
Densidade da corrente de J, = —qD, dp q= 1,60 x 10-19Coulomb
difusao (A/em?) ! " dx D, =12 cm?s
J,=+gD, d_p D, =34 cm?/s
dx

Densidade da corrente de
deriva (A/cm3)

Jaeriva = q(ppy + npy))E

Hp =480 cm?/Vs
4, = 1350 cm?/Vs

Resistividade (© cm)

p=V[alpu,+nu,)]

Hp € tt, diminuem com o aumen-
to na concentracdo de dopantes

Relagao entre mobilidade ¢~ Dy - 211 -y Vi=kTlq
difusividade My, M, =25mV
Concentragio de portadores 1m0 = Np
no silicio tipo n (/em?) DPno = niZ/N,)
Concentragdo de portadores ~ Ppo = Ny
no silicio tipo p (/em?) Wiigi= "IZ/NA

a0 i jungdo (V NN,
Tensdo interna da jungdo (V) Vo = V; ln[ Az l)j

i

Largura da regido de &=117g

deplegdo (cm)

£ =8.85x 10 F/em

Carga armazenada na regido _ NyNp
de deplegdo (Coulomb) 97=49 N,+N, AMiep
Capacitancia de deplegdo (F) (v/ - £ A ,Cpp = &4 4 _ l l
Woep Waep| 7o m=3235
A
C; = C,o/(l +T/‘O")
C, = ZC/U (para polarizago direta)
Corrente direta (A) I=1,+1,
D .
_ 2 my
1, = Aqn; LN,)(e T-1)
P
D -
I = AqnﬁL—”;Q:w’ )
Corrente de saturagéio (A D, D,
orrente de saturagao (A) Is = Ag n,z[ 5 L J
LNp LN,
Tempo de vida dos 2 _ 7 L, L,=1al100um
portadores minoritarios (s) Ty = Ll,/D,, = L"/D” Tp‘ 1"”: la 104n:1l

Carga armazenada devido aos
portadores minoritérios (C)

Oy =10, Oy =7,
0=0,+0, =71

Capacitancia de difusdo (F)

Cy = (er/ Vi)l

5)(3.34) Um diodo tem #,= 10”/cm3, M= lOIﬂ/cma, n=15" IOIu/cma, L,=5um, L= 10 um, 4= 12500 ,umz, Dy (na regido 7 =10 cmz/Vs, e Jr(na regido
#) =18 cm?/Vs. 0 diodo estd diretamente polarizado e conduzindo uma corrente /=0,1 mA. Calcule:
(a) & ;(b)Atensdo de polarizacdo direta ¥ ,(¢/A componente da corrente devida  injecdo de lacunas e aquela devida d injecto de elétrons através
dajunciio ;(d) Z, e Z» ;(e)a carga & do excesso de lacunas na regidio 7 e a carga @, do excesso de elétrons na regido g (f) e a carga total &de
portadores minoritdrios armazenada, e o tempo de transito 77 ; (f) A capacitdncia de difusdo.



